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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ НА ПОГЛОЩЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА 
В КРИСТАЛЛАХ 31 и Се

А. А. ДУРГАРЯН, М. С. САКАНЯН, Р. С. ГАР ДИЛЯН

Закономерности и причины изменения уровня поглощения ультразву-- 
ка под влиянием освещения в кристаллах 31 и Се еще недостаточно ис
следованы. В ряде случаев под влиянием освещения в кристаллах 31 и Се 
п-типа наблюдается уменьшение фона (уровня) поглощения ультразвука, 
а в кристаллах р-типа наблюдается обратный эффект [1, 2]. Было обнару-- 
жено также, что в кристаллах Се при высоких температурах фон поглоще
ния ультразвука под действием освещения возрастает [3].

В настоящем сообщении приводятся экспериментальные результаты 
влияния освещения на поглощение ультразвука в кристаллах 31 и Се в ин
тервале температур от 80 до 300°К в килогерцовой области частот методом 
двойного составного стержня [4]. Точность измерения поглощения ультра
звука (декремента затухания) составляла ±3%, а модуля упругости— 
0,01%. Образцы вырезались из монокристаллов германия и кремния в ви
де брусков таким образом, чтобы ось совпадала с кристаллографическим 
направлением (111). Плотность дислокаций, подсчитанная по ямкам трав
ления, составляла Л^=1,2'10* см՜2 для Се и ^=0,8•10* см՜2 для 31. 
Число носителей для Се было п = 4,8-1014 см՜3, а для 5։—п = 6 Ю15см 3.

Для исключения поверхностных эффектов образцы до измерения 
подвергались химической полировке. Образцы освещались лазерным ис
точником ЛГ-55 мощностью 0,02 ет и с длиной волны 6800 А, а также 
белым светом ст лампы накаливания мощностью 30 ет. На кривой темпе
ратурной зависимости поглощения ультразвука (рис. 1) в монокристаллах

Рис. 1. Температурная зависимость поглощения ультразвука (△) и модуль 
Юнга (Е ~ /’) в кристаллах Sl: О — без света, ф — под действием лазер

ного освещения, X — при освещении белым светом.
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51 /1-типа было обнаружено три пика поглощения при температурах 115, 
143 и 217°К на частоте 82 кгц. При облучении лазерным источником на
чиная с комнатной температуры наблюдалось уменьшение фона поглоще
ния ультразвука, которое становилось значительным начиная с темпера
туры 210°К. Освещение белым светом приводило к более резкому умень
шению фона поглощения и высоты низкотемпературного пика.

Аналогичные измерения были проведены на кристаллах бе П-типа на 
частоте 75 кгц. На кривой температурной зависимости поглощения ультра
звука также были обнаружены пики поглощения при температурах 135 и 
,225°К (рис. 2). Действие лазера и белого света приводило к уменьшению

Рис. 2. Температурная записимость поглощения ультразвука (△) и модуль 
Юнга (£■֊/’) в кристаллах Се: О — без света, ф—под действием лазер

ного освещения, > — при освещении белым светом.

фона поглощения на порядок. Влияние освещения более существенно при 
температурах ниже 230°К. Световое освещение не оказывало заметного 
влияния на модуль Юнга (£~/2) этих кристаллов.

Увеличение предела прочности под действием освещения (фотоплас- 
тический эффект) в кристаллах CdS объясняется торможением дислока
ций фотостопорами [5—7]. Однако эффект уменьшения поглощения уль
тразвука под действием освещения, по-видимому, трудно объяснить обра
зованием фотостопоров, так как при этом не наблюдается изменения моду
ля упругости.
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ԼՈՒՅՍԻ ԱԶԴՆՑՈԻԹՅՈԻՆԸ Si ԵՎ Ge ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐՈՒՄ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ 
ԿԼԱՆՄԱՆ ՎՐԱ

Ա. 2. ԳՈԻՐԳԱՐՅԱՆ, IT. Ս. ՍԱՔԱՆՅԱՆ, Ռ. Ս. ԳԱՐԳհԼՑԱՆ

Ուսումնասիրված է Ո-տիպի Տ1 և Աք մ Հարյուր եզներում լուսավորվածության ազդեցու

թյունը ուլտրաձայնի կլանման ջերմ աստիճանային կախման վրա 80°—300° }Լ տիրույթում 

73 և 82 ԿՅց հաճախությունների համարւ Հայտնաբերված է լույսի ազդեցության տակ ուլտրա
ձայնի կլանման ֆոնի իջեցում, որը զգալի է Շշ-ում սկսած 230° X ջերմաստիճանից, իսկ 
Տ1-ում' 210°Հւ

THE ACTION OF LIGNT ON THE ABSORPTION 
OF ULTRASOUND IN St AND Ge CRYSTALS

A. A. DOURGARYAN, R. S. GARDILYAN, M. S. SAKANYAN

The effect of light on the temperature dependence of ultrasound absorption in 
n-type Si and Gejcrystals was investigated in a temperature range of 80—300°K at 
75 and 84 Khz. Under the action of light, the decrease of the absorption backg
round was observed beginning from the room temperature. This decrease become s 
remarkable at 230 K for Ge and at 210°K for 5/.
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